Information

KP 306 A,KP 306 B, KP 306 W —

Herstellerland: UdSSRH

Ubersetzung , bearb.

Peldeffekt-Kleinleistungstransistoren

Allgemeines

Die Transistoren KF 306 A, KP 306 B, KP 306 W sind planare Silizium-FPeldeffekttransistoren mit zwei
isolierten Getes und n-Kanal (Verarmmgstyp).

Eie esind vorgesehen flr Verstérker- und Mischerschaltungen mit hohem Eingengswiderstand im HF- und
VP-Bereich in Gerditen flr allgemeinen Einsate.

Bauform: A 4/15=42 nach TGL 11 811 bzw,
C 22-2 nach TGL 39 546 (hermetisches Metallgehbuse mit blegsamen Anschliissen)

Betriebstemperaturbereich: =60 °C bis +125 %

Masse; max. 1,0 g

Source #
Substrat

Bild 1: Bauform KP 306 A - KP 306 W




Grenswerte (tagp = =60 +.. +125 °C)

Gate 1-Source-Spannung tlmm - 20V

Gate 2-Source-Spannung Ugosmax 20 V

Gate 1-Drein-Spennung Ugipmax 20V -
Gate 2-Drein-Spennung Usopmex 20V

Gate 1-Gate 2-Spannung Ug1G2max 257V
Drain-Source-Spannung Upsmax 20V

Drainstrom IIIII.!II 20 mA

Verlustleistung ' p, V0 150w

Hllh m =60 +oo +35 Oc}
1 Im Temperaturbereich von t“h = 435 .o +125 °C ginkt die Verlustleistung linear auf 50 my.

Einsatzhinweise

Die Anschllsse kbonen in ginem Minimalabstend ven 5 mm vom GehHuse und einer MNaximaltemperatur von
260 °C geldtet werden. Die Litdsuer darf dabei 3 s nicht Uberschreiten.

Wihrend der Handhabung des Trensistors ist zu sichern, dab keine statischen Aufladungen und Impuls-
spannungen mit einer Amplitude dber 30 V auftreten.

Vor dem Beginn der Arbeit mit dem Transistor ist es notwendig, einen Schutzring anzulegen, der mit
elnem Widerstend zwischen 0,5 = 20 lChm geerdet ist.

Vor und wiihrend der Montage sollen die Transistoranschliisse verbunden (kurzgeschlossen) sein.

Elektrische Kennwerte ( fiir £, = 25 % 10%)

HeBbedingungen

Kenngrtfen Rurg= Ein= (1] U - 4
zeichen min,  mex. |heit e *p
B G2s"

v v Hz
Vorwiirtssteilheit Yiis 3 8 ma /v 15 10" 5 107
(fir Gate 1) ?
Vorwirtesteilheit | Yoo 2 - m/v [ 15 10 5 -
(filr Gate 2)
Drain-Restotrom IDS{UH] - 5 ;\m 15 io* - -
Gate 1-Reststrom Ig1ss - 5 ni 0 20 = -
Gate 2-Restetrom Igss - 5 nk 0 20 * - -
Gate 1=Source- Ugs 15 10" - ——
Spennung
KF 306 A =0,5 0,5
KP 306 B (4] 2 Y.
KP 306 W =3,5 0 v
Abschniirspannung Up4 - 15 10* 0,01 -
(Gate 1)
KP 306 A, KF 306 B -4 - i
KP 306 W =6 - T




1/87 (10) 3 KF 306 A =
Forteetsung

e K e (furt, =25%10 %)
leBbedingungen
KenngréBen . |Kurz- Ein- u. u £
zeichen | min, mex, | heit S £
: G2s»
v v mh  Hz
Eingengekapasitéit  [C,,q - 5 PP 20 10" 5 107
Rickwirkunge- le - 0,07 20 10* 5 107
kepazitét 128 ' "
Eingangswiderstand  [Ry ¢ 12 80 XOhm 15 10* 5 6 + 107
Reuschfaktor i - 7 aB 20 10° 5 2 + 108
Grenzfrequenz der f 800 - 1z - - - -
Leistungsverstir=- P
kung fGP = 0 dB)

Die folgenden Kurvenderstellungen sind typleche Verliufe und tragen rein informativen Cherskter.
Die Angabe der 95 HJ=Grengen dient der Verdeutlichung der miglichen Streubreite (—=———— typische

Abhingigkeit; — === = Grenzer der 95 H=Verteilung).
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Bild 2: Typische Ubertragungskernnlinien
a) fir Gate 1 {Uﬁas = const.)
b) fir Gate 2 (Ug,g = const.)
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Bild 3: Steilheit in Abhingigkelt
a) vom Drainstrom
o) von der Umgebungetemperatur
ap
UDS =15V
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Bild 4: Binpgengskapazitét in mA —
Abhtingigkeit ' /__:
a) vom Drainstrom m o il R - e
b) von der Gate 2-Spanmmg ' 0 5 10 5 20 30

¢) von der Drain=Source-Spannung
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Bild 5: Rickwirkungdkepezitiit in Abhlngigkeit
" a) vom Drainstrom
i b) von der Drain-Source=-Spennung

¢) von der Gate 2-Source-Spannung 5
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Bild 6: Leistungsverstlrkung in AbhHngigkeit
a2) vom Drainstrom
b) von der Gate 2-Source-Spannung
¢) von der Prequens
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Bild T7: Rauschfaktor in AbhBngigkeit

a) vom Dreinstrom

von der Gate 2-Source=ipannung
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Tranzistory Cast 4 (Transistoren Teil 4)

Elorg Moskva, 8. 105
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pribory Tranzistory Spravoonik
{Hnlhleittrhm emente Transistoren Handbuch
1985 Energoatomisdat Moskve, 3. 841

Vypuska is technifeskich uulnv.u. na 'rrmsistunr tipa

KP 306
3.365.008 TU

B, KP 306 W

{Auszug aus den Technischen

vom Typ KP 306 A, KP 306 B, KI‘
Elorg, lioskva

filr die Transistoren

W: 3.365.008 TB)
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